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  非磁性体中に注入された純スピン流は「逆スピンホール効果

（ISHE）」により電流に変換される。従ってスピン軌道相互作用の

大きい非磁性体を検出電極として用いれば、通常の DC 電圧測定の

みでスピン流の検出が可能である。この効果は磁化ダイナミクスを

起源としたスピン流生成方法である「スピンポンピング」と組み合

わせて利用されることが多く、非磁性体中のスピン物性を理解する

強力なツールとなっている[1]。しかし近年、強磁性共鳴下の Ni80Fe20

薄膜において、Ni80Fe20自身の ISHE に起因する起電力が発生する

ことが判明した[2]。これはスピンポンピングを用いたスピン物性

評価には強磁性体起因の ISHE の影響を考慮する必要があること

を意味する。本発表では強磁性体起因の ISHE の物性解明を目指し、

起電力の温度依存性および膜厚依存性を評価した。 

  熱酸化 Si(100)基板上に電子ビーム蒸着法を用いて Ni80Fe20薄

膜を作製した（Fig. 1）。強磁性共鳴の励起には電子スピン共鳴装

置を用いた（マイクロ波周波数 9.12 GHz、TE011キャビティ）。窒

素ガスフローにより試料冷却し、125 ~ 300 Kで測定した。 

  Figure 2に 125、 200、 300 Kにおける Ni80Fe20の起電力信号

を示す。信号の大きさは低温化に伴い、増加していることが判る。

信号の外部磁界方向依存性、膜厚依存性、および磁場掃引速度依

存性から，異方性磁気抵抗効果や異常ネルンスト効果等の外的要

因からの信号への寄与は十分に小さいことを確認しており、得ら

れた信号は強磁性体中の ISHE に起因すると結論付けることが出来る．この信号の増加は Ni80Fe20

膜中のスピン拡散長の増加に起因すると考えられる。また、起電力の膜厚依存性から得られた

Ni80Fe20薄膜中のスピン拡散長は従来の研究で報告されている値とよい一致を示した[3,4]。 
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Fig. 2 Temperature dependence of the 

electromotive force due to ISHE for 

Ni80Fe20 deposited on a thermally oxidized 

Si(SiO2) substrate. 
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Fig. 1. A schematic illustration 

of the sample 
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